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(Borjan av foreldsningen)

De olika pulserna tecknas
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Lat he(t) vara systemets utsignal d& insignalen ar en enhetspuls, d.(t).
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Lat e— 0.
0:(t) = d(¢) “Impuls”
he(t) = h(t) “Impulssvar”
Lat T=ie, i € No. 7 blir en kontinuerlig variabel och € —+d7. Summan 6vergér i en integral.

y(t):/ooo h(t—7)z(r)dr

Faltningsintegralen. Forkortat skrivsnétt
Genom variabelsubstitution kan man visa att

h(t) % 2(t) = z(t) * h(2)

Laplacetransformera:

Resultatet blir



Transformera:

H(s): overforingsfunktion.

Beskrivning av linjira system.

Overféringsfunktion

En vanlig form i ingenjoérstillampningar (kvot mellan polynom)

H(S): bmsm+bm—1 Sm_1+"'+b13+b0
8"+ Ap_1 8" 1+ +a1s+ag
(m < n). Faktorisera:
H(s) = K (s —21) (s — z2)(s — zm)
) =K o~ pa) (s~ pa)

For vara elektriska kretsar ar ay, ..., @y, bg, ..., by, reella konstanter.

z;: nollstéllen (rotter till téljarpolynomet).

p;: poler (rétter till ndmnarpolynomet).

Grafisk beskrivning. Placera ut poler och nollstéllen i s-planet. (s =0 +iw) (figl).

Tillsammans med konstanten K ger figuren ovan en fullstindig beskrivning av systemet H(s).

Systemets (kretsens) frekvensegenskaper. Sitt s=iw.

H(s)|s=iw = H (iw) = |H (iw)|/arg H (iw)

Dar |H(iw)| kallas amplitudkaraktiristik (amplitudférandring vid sinusformat stationdrtill-
stand). arg H (iw) &r faskaratéristiken (fasférandring vid sinusformat stationértillstand).

Jamfor med jw-metoden.

P& motsvarande sitt kan impedansen for en passiv tvapol beskrivas. (fig2)

eller

och med frekvensfunktionen

Z(8)|s=iw = Z(iw) = Z(iw)]

. elarg Z (iw)



EXEMPEL.
z(t) |[Krets| y(t)

z(t) =4 cos(t) - 6(t)

y(t) = [4\/5 cos(t — 45°) — 4e—t] o(t)

Berdkna 6verféringsfunktionen och amplitudkarakteristiken.

Insignal
4s
X(s)= s2+1
V2 :
t)=4 |~=(cost+sint) —et| O(¢
y(t) l \/5( ) (t)
s 1 1 8s
Y(s)=4 [s2+1 eyl s+1} (824 1)(s+1)
_Y(s) 2
H(S)_X(s) T s+1
Amplitudkarakteristik:
2
H(s)ls=i = iw+1
|H i) | =
Vvw?+1
(fig3) “Lagpassfilter”.
Poler, nollstillen och frekvenssvar
EXEMPEL. En RC-krets (fig4). Spanningsdelning:
R
Y(s)=X(s) T
tse
Y(s) sRC

Lat RC =1.
H(S):sil
s=iw:
Hiiw) = 2
H(iw) Zii
[H(iw)| = ¢



Generellt

[T avstand fran nollstélle till iw i s-planet
IT avstand fran pol till iw i s-planet

H (iw)| =

arg H(iw) = Z vinkel fran nollstélle till punkten iw — Z vinkel fran pol till punkten iw

EXEMPEL. (figh).

Skissa |H (iw)]. (fig6).

Diod Symbol (fig7). Struktur (fig8).

Dopad halvledarkristall (Si eller Ge).

p: dopat med “acceptoratomer”. Ger “fria hél”. (B, In, Ga)

n: dopat med “donatoratomer”. Ger “fria elektroner”. (As, Sb) (Sb &r antimon).

Ud_
ip=1I; (e"VT—l)

Karakteristik.

termisk spanning =Vr= kTT

Boltzmans konstant =&
absolut temperatur=1T
elementarladdningen = ¢

Vid rumstemperatur Vr~25mV.

U,: “knéspénning”.

I,: reverse saturation current, koimmer fran teoretiska berdkningar.
Iy: verklig backstrom. Iy > I,.

Iy och I, beror pa dopningsgrad och pn-Gvergangens yta. Starkt temperaturberoende. Iy dub-
bleras for varje 10°C 6kning av temperaturen.

Material U, Iy
Si ~0.6V nA
Ge ~0.2V pA

7: 1 — 2. Beror pa material och fysisk struktur.

Temperaturberoende:

dUp
dT ip=konstant

=—22mV/K

Dynamisk resistans ry. Konduktans gq= Tl—d



Antag ip > I; (Diod ledande).
ip~ I,eUp/nVr

(figl0) @:arbetspunkt.

For “sm&” variationer av strém/spénning runt arbetspunkten:
dUp Q dUp nVr nVr

Antag smé variationer av strém/spanning runt arbetspunkten Q. Infor en styckvis linjir modell
av dioden. (figll).

Med en kretsmodell (figl2). Ekvivalent schema (figl3).

Ideal diod Symbol (figl4).
Karakteristik: (figl5). up<0=ip=0. ip>0=Up=0.
Anvénding:

e Ersitta verklig diod i krets for att analysera kretsens funktion.

e Som del i modell f6r att beskriva en verklig diod. (Exempelvis styckvis linjar modell.)

Nagra diodkretsar
(fig16)
“Halvvagslikriktare”
(figl7)

(fig18)

Likriktare med filter.

(figl9) ger nagot som linknar likspinning.



